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【はじめに】p-GaNを用いたMOS構造の電気的特性は、n-GaNによるMOS構造に比較してよく

報告例が少ない。GaNの電荷中性点（ECNL）は、EC–1 eVと伝導帯寄りにあるため 1)、p-GaNと絶

縁体の界面においては、ECNLより価電子帯側に分布するドナー型の界面準位が広いエネルギー幅

でイオン化して、MOS構造の電気的特性に影響を与える可能性がある。また、表面近傍の欠陥準

位の影響についても検討する必要がある。本研究においては、p-GaN を用いた MOS 構造の C-V

特性に与える界面準位および表面近傍欠陥準位の影響について報告する。 

【実験方法】MOVPE法により、n-GaN自立基板上に高濃度 pn接合を介して p-GaNエピタキシャ

ル層(n = 1×1017 cm-3)を成長し、窒素雰囲気中で 800℃、5分間のアニールを行った。その後、ALD 

Al2O3層と Ti/Au電極の形成を行い、裏面に Ti/Auオーミックコンタクトを形成し、MOSダイオー

ドを作製した。完成後、同ダイオードに大気中 300℃、3時間の熱処理（PMA）を施してから C–V

測定を行った。 

【結果】作製したMOSダイオードにおいて、Fig.1のような C–V特性が得られた。理想曲線に対

して負バイアス側に大きくシフトしており、GaN表面付近の欠陥準位や界面準位が主にドナー型

であることを示している。これが全て ECNLより価電子帯側のドナー型界面準位によるものとする

と非常に高密度の界面準位が深いエネルギー位置に存在していることになる。しかし、n-GaN MOS

ダイオードでは ALD-Al2O3/GaN 界面の界面準位は PMA 後に大きく低減する 2)。また、周波数分

散も、Mgドープ p-GaNにおいてはアクセプタ準位の活性化エネルギーが～200 meVと高いこと

に起因して引き起こされるため 3)、必ずしも高密度の界面準位の存在を示しているわけではない。

したがって、高密度の界面準位がエネルギー的に深い位置、あるいはバンド中央付近に存在して

凍結しているとは断定できず、なんらかのドナー型欠陥に関連した深い準位が GaN表面近傍に存

在して影響を与えている可能性を合わせて考える必要がある。負バイアス側に見られた C-V曲線

の飽和部分は、Mgによる深いアクセプタ準位が十分に追随できる 1 kHzの容量から算出すると、

表面フェルミ準位の位置が EV + 0.7 eV付近に相当す

る。これがドナー型欠陥の深い準位によるものであ

るとすると、MgGaVN欠陥による準位 4)の影響の可能

性がある。 
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Fig. 1. C–V characteristics of the p-GaN MOS 

diode. 
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